1. Atminties elementas, sudarytas iš įtampos šaltinio ir apkrovos rezistoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra įjungti antras įtampos šaltinis ir trys puslaidininkiniai tetrodai – pirmasis ( trečiasis, kurių pirmojo tetrodo kolektorius ir bazės pirmasis kontaktas – išvadas yra atitinkamai sujungti su pirmojo ir antrojo įtampos šaltinių vienu iš polių, kurių antrieji poliai yra sujungti su pirmąja ir antrąja „žemėmis“ – nulinio potencialo pirmąja ir antrąja šinomis, atitinkamai, kurios yra galvaniškai atskirtos viena nuo kitos, pirmojo tetrodo emiteris ir bazės antrasis išvadas yra sujungti su antrojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu ir kolektoriumi, atitinkamai, kurio bazės antrasis išvadas ir trečiojo tetrodo bazės antrasis išvadas yra sujungti su pirmąja ir antrąja „žemėmis“, atitinkamai, o antrojo tetrodo emiteris yra sujungtas su trečiojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, kurio kolektorius yra sujungtas su informacijos apklausos įėjimu, o emiteris – su informacijos nuskaitymo išėjimu, kuris yra sujungtas su apkrovos rezistoriumi, prijungtu prie pirmosios „žemės“, o skaitmeninės informacijos įrašymo įėjimais yra sujungtas su pirmojo tetrodo emiteriu. 
2. Atminties elementas, sudarytas iš įtampos šaltinio ir apkrovos rezistoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra įjungti antras įtampos šaltinis ir trys puslaidininkiniai tetrodai – pirmasis ( trečiasis, pirmojo ir antrojo tetrodų kolektoriai yra sujungti su pirmojo ir antrojo įtampos šaltinių vienu iš polių, atitinkamai, kurių antrieji poliai yra sujungti su antrąja ir pirmąja „žemėmis“, atitinkamai, kurios yra galvaniškai atskirtos viena nuo kitos, pirmojo ir antrojo tetrodų emiteriai yra sujungti su antrojo ir pirmojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, pirmojo ir trečiojo tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su pirmąja ir antrąja „žemėmis“, atitinkamai, antrojo ir trečiojo tetrodų bazių antrasis ir pirmasis išvadai, atitinkamai, yra sujungti tarpusavyje, trečiojo tetrodo kolektorius yra sujungtas su informacijos apklausos įėjimu, o emiteris – su informacijos nuskaitymo išėjimu, kuris yra sujungtas su apkrovos rezistoriumi, prijungtu prie pirmosios „žemės“, o skaitmeninės informacijos įrašymo įėjimais yra sujungtas su pirmojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu.
3. Atminties elementas pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp skaitmeninės informacijos įrašymo įėjimo ir pirmojo tetrodo emiterio yra įjungtas papildomas ketvirtasis tetrodas, kurio emiteris yra sujungtas su informacijos įrašymo įėjimu, o kolektorius – su pirmojo tetrodo emiteriu, bazės antrasis išvadas – su pirmąja „žeme“, o pirmasis išvadas – su atminties elemento informacijos įrašymo leidimo įėjimu. 
4. Atminties elementas pagal punktą 2, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tarp skaitmeninės informacijos įrašymo įėjimo ir pirmojo tetrodo bazės pirmojo išvado yra įjungtas papildomas ketvirtasis tetrodas, kurio emiteris yra sujungtas su informacijos įrašymo įėjimu, o kolektorius – su pirmojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, bazės antrasis išvadas – su pirmąja „žeme“, o pirmasis išvadas – su atminties elemento informacijos įrašymo leidimo įėjimu.
5. Atminties elementas pagal 1 – 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  

tuo, kad informacijos apklausos įėjimas yra sujungtas su pirmojo arba antrojo įtampos šaltinio neįžemintu poliumi. 

